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FrantiSek Hajek se v disertatni praci zabyval studiem vlivu bodovych defektl na vlastnosti
struktur InGaN/GaN pfipravenych organokovovou cpitaxi z plynné faze (MOVPE) s ohledem
na jejich aplikaci ve scintila¢nich detektorech.

Cast prace tykajici se sou¢asného stavu poznani je pfiméfend rozséhla a obsahuje velky pocet
relevantnich citaci. Zahrnuje struéné shrnuti obecného aplikaéniho potencialu nitridovych
epitaxnich vrstev, jejich zékladni vlastnosti se zaméfenim na studované struktury InGaN/GaN,
shrnuti pozadavku na tuto strukturu pro specifickou aplikaci ve scintila¢nich detektorech a
nejrozsahlej§i ¢ast zabyvajici se bodovymi a carovymi defekty v GaN a InGaN.
V experimentalni ¢asti jsou struéné popsany principy ristu metodou MOVPE a specifické
rastové parametry pro piipravu struktur InGaN/GaN pro scintilaéni detektory a déle stru¢ny
popis optickych charakterizaénich technik a pozitronové anihila¢ni spektroskopie. Nasleduje
shrnuti motivace a cilt prace a diskuse vysledki. Jsou vysvétleny modely popisujici Zadouci
zkraceni doby dosvitu ZIuté luminiscence v GaN dané kontaminaci uhlikem s vyuzitim vysoké
koncentrace donorovych piimési. Vysledky disertaéni prace jsou prezentovany formou
komentaie k Sesti publikacim, jichz je Frantisek Hajek autorem ¢i spoluautorem.

Za kli¢ovy vystup zpohledu ptinosu Frantiska Hajka k feSenému tématu lze povazovat
komplexni pohled na fyzikalni procesy probihajici v navrzené scintilaéni struktufe a ndvrh na
feSeni probléma, které aktudlné snizuji G¢innost scintilanieh detektord na bazi InGaN/GaN.
Experimentélni ovéfeni navrhi bylo znemoznéno zavadou na rustové aparatuie. Je ziejmé, Ze
Franti§ek Hajek interpretoval zavéry z fady méfeni z vlastniho pracovisté i dalSich pracovist’ a
sam se zabyval zejména optickou charakterizaci struktur, ktera je pro pochopeni fyzikalnich
jevt klicova. Kromé struéného shrnuti podilii Sirokého kolektivu autorii na teSeni by bylo
vhodné doplnit komentéafe k publikacim i popisem piispévku autora disertatni prace
k jednotlivym publikacim.

Je zfejmé, 7e autor prostudoval velké mnozstvi relevantni védecké literatury a orientuje se
v §iroké skale problematik. K formalni strance neméam zasadni pfipominky. Prace je logicky a
prehledné ¢lenéna, samotny text je snadno Citelny, obsahuje pfijatelné mnoZzstvi pieklep,
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nepiesnych vyjadieni a neobratnych formulaci (napf. phosphorus/phosphor layer, str. 14
alernation/alteration, str. 17; centrum/center, str. 23 a nékolikrat dale; equilibristic/equilibrium,
str. 27, zavedeni zkratky QBs, str. 31; Zn formation energy/Znc. formation energy, str. 41;
quantum confined effect/quantum confinement effect, str. 47). Obrazky a pouZit literatura jsou
v textu korektné citovany. Sest publikagnich vystup(, na jejichz podkladech je prace sepsana,
je originalnich a kvalitnich.

K praci mam nasledujici dotazy a podnéty k diskusi pfi obhajobé:

1. Pokuste se vysvétlit rozpory ve stavajicim stavu poznani mezi DFT vypolty a
experimentem v ptipadé zabudovani uhliku v nitridovych vrstvach (strana 21).

2. Vysvétlete tvrzeni ,,CL mapping just provides contrast due to charge repelling from
dislocation cores instead of non-radiative recombination® (strana 26).

3. Vysvétlete, pro¢ vyznamné roste vazebna energie elektronu na donorovych pozicich
v kvantovych jamach InGaN (strana 43).

4. Vysvétlete vyznam tvrzeni, Ze: ,.It was explained as a competition of Vga defects and
an unknown defect, which acts as more efficient non-radiative centrum than bare VGa.*
(strana 44). Toto tvrzeni nema jednozna¢ny vyklad a neodpovida tvrzeni v ¢lanku ¢tyfi,
ve kterém je vyslovena hypotéza, Ze existence vakanci Ga brani tvorb& vysoce G¢innych
nezafivych rekombinac¢nich center.

5. Vysvétlete vliv V-pita na ,,wave-guide effect” (strana 47).

6. Prosim o vyjadfeni prispévku autora disertaéni prace k jednotlivym publikacim.

Praci jsem dikladné prostudoval a s potéSenim konstatuji, ze ji doporucuji k obhajobé.

V Praze dne 27. 4. 2023 Ing/Jan G}&m, Pa.D.
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